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Description 



outlet 



The invention relates to a leak test device, having a test gas storage and a test gas 



The leak test device produces a flow of a test gas. in a quantity which is known to the 
best possible accuracy, for which flow the leak rate is known. The teak test devices are 
used for monitoring and for calibration of leak rates. Mass spectrometers are used, for 
example, for detecting test gases. Leak detectors are placed at the level of a known test 
leak flow of the leak test device so that the leak rate measurement value of the leak 
detector can be compared to. and calibrated per the known leak rate of the leak test 
dev.ce. A known leak test device is a diffusion-type leak test device, in which the test 
gas .s caused to flow through a gas-permeable membrane at a constant leak rate based 
on the pressure drop. A change in the leak rate can only be made by changing the gas 
pressure differential, which is slow and expensive. A leak test device disclosed in 
DE-A-1 99 06 941 has a capillary through which the test gas flows at a constant leak rate 
in order to assure a predetermined test gas supply. The leak rate should be then 
adjusted, and there is a risk that the delicate capil.ary can be biocked and the test gas 
flow will then stop or will be substantially reduced. 

It is an object of the invention to improve the ability to adjust the test gas flow in a 
leak test device. 

This object is accomplished according to the invention using the distinguishing 
features of claim 1. 

A leak test device according to the invention has a test gas storage and a test gas 
outlet. The test gas outlet is sealed off with a membrane of silicon oxide, which can be 
heated by means of a heating device. Silicon oxide is permeable for small molecule 
gases, however, the gas transmission ratio is dependent onthe temperature of silicon 
oxide. While silicon oxide is almost Impermeable for small molecule test gases at room 
temperature. it is tens of times as much permeable at about 700'C for such gases This 
material allows the leak rate to be adjusted between 10- and 10- mbar-l/s over a 
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temperature range of about 700K. The test gas flow remains substantially constant when 
the silicon oxide membrane is at a constant temperature. The use of silicon oxide 
membrane as a shutter for the test gas outlet allows for obtaining a zero test gas flow as 
well as a low constant test gas flow to be implemented. Depending on the thermal 
conditions, it is possible to implement a test gas flow modulated at a frequency of 1 Hz 
to 2 Hz by using quick heating and/or cooling of the silicon oxide membrane. Pure 
helium is preferably used as the test gas, but other small molecule gases could be used 
as well. 

The test gas flow, rate through the silicon oxide membrane depends, under a constant 
pressure in the test gas storage, exclusively on the temperature of the silicon oxide 
membrane. Accordingly, the leak rate is exactly adjustable and reproducible over a 
broad range by varying the temperature of the silicon oxide membrane. 

In a preferred embodiment, the membrane is made as a silicon oxide disk, which has 
a base thickness of 1 mm to 2 mm based on stability and which has a plurality of 
windows with a material thickness smaller than 20 urn. The gas permeability of silicon 
oxide with a material thickness of 1 mm to 2 mm is low, and for this reason, the thin- 
walled windows have to be provided to let the test gas through. With a silicon oxide disk 
20 urn thick, sufficient mechanical stability could not be achieved, which is why it has a 
support structure having areas In which the material thickness is between 1 mm and 2 
mm. in this manner, by providing a plurality of windows, a highly gas permeable surface 
is obtained, yet having a mechanically stable silicon oxide disk. The disk, windows are 
preferably almost round and have a diameter smaller than 2.0 mm. 

A heating device is preferably made as an electric heating coil on the silicon oxide 
membrane or disk. The heating coil can, e.g., be in the form of a heating wire, applied to 
the silicon oxide disk in a meandering fashion. When the electric heating coil is used the 
silicon oxide membrane or disk is heated quickly, so that high temperatures and quick 
variations in the test gas flow through the membrane could be achieved with such 
heating device, as well as modulations of the test gas flow. 

As an alternative, or in addition to that, the heating device can be made as an infrared 
radiator pointed at the silicon oxide membrane or disk or an electron source pointed at 
the silicon oxide disk. The use of a heating device made as an infrared radiator or an 
electron source assures uniform heating of the silicon oxide membrane or disk over a 
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large surface area. 

A temperature sensor is preferably provided on the silicon oxide membrane or disk, 
which is connected to a control device and/or to a measured temperature display device. 
The control device can accurately control and maintain the temperature of the sificon 
oxide membrane or disk, whereby an exactly reproducible and constant test gas leak 
rate can be implemented. 

The invention will now be described in greater detail with reference to the 
accompanying drawings illustrating embodiments of the invention, in which: 

Fig. 1 shows a leak test device having a gas storage and a test gas outlet in a 
longitudinal section view, and 

Fig. 2 shows a longitudinal section view of a silicon oxide membrane for the leak test 
device shown in Fig. 1 . 

Fig. 1 shows a leak test device 10, which is used for producing a predetermined gas 
flow for monitoring and calibration of highly sensitive leak detectors, e.g., sector-field 
mass-spectrometers. 

The leak test device 10 substantially consists of a test gas storage 12, a base 14 with 
a test gas outlet 1 6, and a control device 18.. 

The test gas storage 12 is made as a pot-shaped storage reservoir 20, which has its 
bottom opening inserted in a gas-tight manner in the top end of the base 14. The top 
wall of the storage reservoir 20 is provided with a pressure gage 22 for reading the test 
gas pressure. Helium, which is used as the test gas, is stored in the storage reservoir 20 
In an amount of 100 to 200 cubic centimeters under a gage pressure of 2 to 7 bar The 
gas gage pressure can be in general between 0.3 and 100 bar. A shut-off filling valve 24 
is provided in the base 14 for filling the test gas storage 12. 

A metal body 15 of the base 14 has a vertically extending axial outlet passage 17, 
which defines a test gas outlet 16. An annular step-like shoulder 26 is. provided in the 
base body 15 at the storage reservoir end of the outlet passage 17, in which a silicon 
oxide membrane 30 is mounted on an insulation member 28. 

The membrane 30 is made as a round disk. 32, which consists of silicon oxide and 
which is shown In greater detail in Fig. 2. The silicon oxide disk has a diameter of about 
10 mm and a material thickness of 0.5 mm. The silicon oxide disk 32 has 200 ea_ small 

3 
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windows 34 of an average diameter of 0.4 mm, and silicon oxide is 5 to 6 pm thick within 
the area of the windows. The passage of the helium test gas occurs substantially 
exclusively through the areas of the windows 34. 

A heating device in the form of a meandering electric, heating coil 36 is provided on 
the smooth and planar outlet underside of the silicon oxide disk 32, and it is supplied 
with electric power from the control device 18 through the outwardly directed power 
supply conductors 38. The heating coil 36 is arranged in such a manner that the entire 
surface of the silicon oxide disk 32 is almost uniformly heated. The heating capacity of 
the heating device can be controlled between 3 W and 30 W. The temperature of the 
silicon oxide disk 32 can be raised up to 700°C, With a good heat conductance of the 
isolation member 28 f it is possible to implement a modulation rate of 1 to 2 Hz, 

A temperature sensor 40 is also provided on the underside of the silicon oxide disk 
32, which continually senses the temperature of the silicon oxide disk 32. The 
temperature sensor 40 is also connected by means of electric conductors 42 to the 
control device 18. 

A filter plate 43 with a safety ring 44 is provided in the outlet passage 17; axially in the 
middle . thereof, as a mechanical protection means, to prevent particles from entering a 
sensitive downstream analyzer, e.g., in the event of breakthrough of the silicon oxide 
body of the silicon oxide disk 32. 

A connecting flange 46 is provided at the outlet end of the base 14, which is used for 
a simple installation of the leak test device 10 on a downstream component 

The isolation member 28 is made of a heat insulation heat-resistant and gas-resistant 
material, and it provides heat insulation of the silicon oxide membrane 30 with respect to 
the base body 15. This facility minimizes the heat takeoff from the silicon oxide 
membrane 30 to the base 14, whereby the heat energy that is required to keep the 
silicon oxide membrane at a predetermined temperature is as low as possible. However, 
in order to implement higher modulation frequencies, the isolation member 28 should be 
made of a highly heat conducting material. 

As an alternative, or in addition to the pressure gage 22, a pressure sensor can be 
provided within the test gas storage 12 or inside the base body 15, which should be 
connected to the control device 18. If another, pressure sensor connected to the control 
device 18 is provided in the zone of the outlet passage 17. the controi device can assure 

4 
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appropriate control of the heating device even under varying pressure ratios. 

With the above-described leak test device, it is possible to implement leak rates of 
to -11 and 10"* mbaH/s. 

The above-described leak test device 10 is an accurately adjustable and controllable 
test leak source, while being highly reliable, and blocking of the outlet passage 17 or 
membrane 30 is practically ruled out. 



5 
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Claims 

1. A leak test device, having a test gas storage (12) and a test gas outlet (16), 
characterized bv the fact 

that the test gas outlet (16) is sealed off with a silicon oxide membrane (30) and 

that a heating device is provided for heating the silicon oxide membrane (30). 

2. The leak test device of claim 1, characterized bv the fact that the membrane (30) is 
made as silicon oxide disk (32), which has a plurality of windows (34) having a material 
thickness smaller than 20 pm, 

3. The leak test device of claim 1 or 2, characterized bv the fact that the heating 
device is made as an electric heating coil (36) on the silicon oxide membrane (30). 

4. The leak test device of claim 1 or 2, characterized bv the fact that the heating 
device is made as an infrared radiator pointed at the silicon oxide membrane (30), 

5. The leak test device of claim 1 or 2, characterized bv the fact that the heating 
device is made as an electron source pointed at the silicon oxide membrane (30). 

6. The leak test device of claims 1 through 5, characterized bv the fact that a 
temperature sensor (40) is provided on the silicon oxide membrane (30), which is 
connected to a control device (18) that processes the measured temperature. 

7. The leak test device of claims 2 through 6, characterized bv the fact that the 
thickness of the silicon oxide disk (32) is smaller than 2.0 mm. 

8» The leak test device of claims 1 through 7, characterized bv the fact that the test 
gas in the test storage (12) is helium. 
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Eine Testleckvorrichtung weist oinan Tast&as&pafcher 
(12) unti einen Test gasa lib) asa. <16) auf, der von einer 
Membran (30) aus SUizium-Oxjd verschlossan ist. Ferner 
1st eino Heizvorrichtung zum Beheizen dar SMfeiunvOxid- 
Scheibe (32> vorgesehen. Die Ourchlesaigkalt fflr kleinmo- 
iekulare Gese ist bef STNziurrvOxid im WesarrtlTcnen von 
seiner Tern peratur ebb en gig, 30 daaa sich durch Beheizen 
der Silizlum-Oxid-Membren die leckrat© dar Tastiackvor- 
richtung verandem und eteuern laast 
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(0001] Die Erfindung bezieht sjcb auf erne Tfcstleckvor- 
richtung mit einem Tesigasspcichcc und einem Tfestgasaus- 
lass. 5 
(0002] TbsdeckvomchumgeD erzeugen einen in der 
GroBe moglichst geoau bekannten Strom sines Tcstgases, 
dc5sco Grflfle Leckratc genannt wirdL Tesdeckvomchtungeu 
werden zur Kantrolle und zum Abglcich von LecksudigerS- 
tcn eingesetzt. Als Lecksuchgerate zum Nachwcis des Test- 1G 
gases dieneo bed spiels weise Massenspektrometer, Dem 
Lecksuchgcrat wird von dcr IfcsUeckvonichuang ein in dex 
Hone bckaunter Teatleckstrooi zugeftlhit,, wobei der voo 
dem Lecksucbgerat ausgegebeoe Leckraterj -Messwert mit 
der bcfcanntea Lecfcrate des TbstlecJ^prats Yergljchcn und A5 
abgegUchen wird. Eine bekannte Testlcckvorrichhang ist die 
Diffusions-Tbstleckvomchtiatig, bei der das Testgas auf- 
grund eidcs Druckgeffilles durch cine gasdurchlSssige Mem- 
brag rait einer Icanstanten Leckraie hradurchstrorat Eine 
Vcranderung dcr Leckrate kano our uber die Vemnderung 20 
der Gaadmckdiffereire erfblgen, was langsam und anfweu- 
dig ist Aus DB-A-199 06 941 ist eine 'ifestleckvonichhing 
bejeannt, die aich zur denmerten lestgasabgabe einer Kapil- 
lare bcdient, durch die das Testgas rait konstanter Ixckrate 
hindurchstrGrat. Die Leckraie ist weitgehend festgelegt, wo- 25 
hei stete die Gcfahr besreht, daw* die empfindliche Kaptllare 
verstopft und daxra keinen oder nur einen stark verriBgecten 
Tbstgasstrom passierep Hast 

(0003J Aufgabe dex Erfindung ist ea, die Steuerbarkeit des 
Testgasstrornes bei eincr Testleclcvorrichrnng *u verbesscm. 30 
(0004] Diese Aufgabe wird erflndungsgernfiB nrit den 
McrkmaJben des Auspruchs 1 gelosL 
[0005] Die crfindungsgemaBe lestleckvorricbtung weist 
einen TbstgasspcicJher und einen Ifestgasauslass auf. Der 
Tbstgasauslass wird von einer Memjbran aus Silizaum-Oxid 35 
verschlosscn, die dumb eine Heizvoaichtung beheizbar ist. 
Siliziura-Oxid ist fur kleinmolekulaxe Gase dureblsssig, je- 
docb ist die Ciasdurchlassigkeit abhangig von der Tempera- 
tur (Jcs Silizium-Oxides. W&brend das Silizium-Oxid bei 
Zunmatornpcratur nabezu undnrchlassig fur cin klcinmolc- 40 
kulares Testgas ist, ist cs bei einer Temperatiir von ca. 700°C 
ran mehxere Zehnerdekaden durcblSssigcr fur ein derartiges 
Gas. Ober einen Temperannfooreich von ca. 700 K lasst sicb 
cin Tcstgasstrom eincr Lockratc von 10" l! bis 
1(H mbar • 1 • s~ l erascellen. Bei koqatanter Tempemtur der <*s 
Silizwm-Oxid-Mexabran ist der Tcstgasstrom ebenra&s sehr 
konsisnl. Durcb Venvendung eincr Siliziuu^-OAid-Mein- 
bran als Verschluss des Testgaaauslnsses blast sicb sowohl 
ein Testgas-Nullstrom reaJisieren, als ancb sehr kleine Jkon- 
stante Tcstgas-Strttmc rcalisieren. Je each thenniscber Si- SO 
nation lassL sich durcb ein scbnelles Aufheizen und/oder 
AbkQhlen der Silizium-Oxid-MembiaD aucb cin mil 1 bis. 
2 Hz modulierter Testgasstrom realiaierea. Als. Testgas wird 
vorzugsweise reines Helium verwendet, kcinnen aber aucb 
andere kleinntolekulare Gase eingesetzt werden. 55 
[0006] Die Flussrate des Testgases durcb die Snizium- 
Oxid-Membran hangt bei konstantera lestgasdnsck in dem 
Ibsigasspejcbcr ausscbOieSlicb von der Temperatur der Sili- 
zium-Oxid-Membran ab. Daink ist die lfcstgasfiussraie bzw. 
die Leckxate Qber die Temperatur der Siliziun>Oxid-Mem- 60 
bran exakt Uber einen weiten Beieicb steuerbar und icprodu- 
zicrbax 

[0007] GemiB einer bevoizugten Ausgestaltung ist die 
Membran eine SUiziun>Oxid-Scbeibe> die aus Stabih'tMts- 
griinden eine Gruodsiarke von 1 bis 2 mm aufweist'und die 6s 
mehrcrc Fenster one einer Maxerialsiflrkc von weniger als 
20 Jim aufwejst. Die GasdmcbiSssigkeit von SUizium-Oxid 
bei einer Manyialsulrke von 1 bis 2 mm ist goring, bo dass 



die dunnwabdigen Fenster Yorgeseben werden mussera, 
durch die das lestgas hindurchtreten kann. Da eine SUM- 
zium-Oxid-Scbcibe von 20 um Starke jedoch keine ausrei- 
chende nwjchanisclie StabiUtat aufweisen wOrde, wird dK« 
tragende Struktur von den Beretcben mit einer MatenaL- 
starke von 3 bis 2 mm gebildet Auf diese Weise ^sst sich 
durcb Vorsehen einer Vielzahl von Fen stem eine sehr groSe 
gasdnrcblassige Flache in der mechaniscb denoocb stabile^ 
Silizium-Cbdd-Scbeibe bilden. Die Scheibenfenstcr sind 
vorzugsweise annabemd mnd und haben einen Dorchmes;- 
ser von wcuigcr als 2,0 mm. 

(00083 Vorzugsweise ist die Heizvorrichtung eine elektri- 
scbe _ Heizscblange auf der SiUzium-Membran bzw. - 
Scbeibe. Die Heizschlange kann beispielsweiae ein maan- 
derartig auf der SEiziun>Owd-Scheibe aufgebracnter Heir- 
draht sein. Mit der elektrischcn Heizschlange lasst sich die 
Silizium-Mcmbran bzw. Scbeibe sehr scbacll aufheizen, so 
dass sicb mit einer derartigen Heizvomcbtong bohe lempe- 
raturen und scbnelle Aoderungen der Testgas-Durchft\us$- 
rate und ggf. cine Modulauonen des Testgasstromes realisie- 
ren lflascD. 

[0009] Alternativ oder ergSnzend kann die Heizvomch- 
tung aucfa als ein auf die SiUzium-Oxid-Membran bzw. - 
Scbeibe gerichteter Infrarotstrabler oder eine auf die Sitt- 
zium-Oxid-S cheibe gerichtete RektronenqueUe scan. Die 
Ausbiidung der Heizvorricbtung als Tnfrarotstrahler oder al s 
Hekuoncnquelle erlaubt eine gleichmaBige and groflfla- 
chigc Erwarmung der SilMum-Oxid-Scbeibe bzw. -Mem- 
bran. 

[0010] Vorzugaweiae ist auf der Siii7ium-Oxio>MemhraTi 
bzw. -Scheibe ein leinperatursensor angeordntt, dcr mit ei- 
ner Steuervorrichrang und/oder einem Anzeigegerat zum 
Anzeigen der gemesseneq Tfemperatur verbunden ist. Durcb 
die Steuervomchtung kann die Temperaiur der Silizium- 
Odd-Membran bzw. -Scbeibe genau angesteuert und cing©- 
halten werden, wodurch eine exakt reproduzierbare und 
konstante Teatga^-Leckrale realisiert werden Jcann; 
[0011] Im folgenden wird un tar Bezugnalirnc auf die Figu- 
ren ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung uaher eriautert. 
[0012] Es zoigen: 

[0013] Fig. 1 cine Tbsdeckvorrichtung mit einem Testgas- 
speicber und einem lestgas auslass im Langsschnitt, und 
[0014] Big. 2 die Silizium-Oxid-Mcmbran der Testleck- 
vomchcung dcr Fig, 1 im Langsachmtt 
[0015] In Fig. 1 ist eine Testleckvorrichtung . 10 darge- 
atettt, die der Erzeugung eincs denmerten Gasstromes zur 
KoniroUe und zum Abglcich von hcrchempfmdlichen Leek- 
suchgerate^'beispielsweise von SektoifElo^Massenspektro- 
rneterndienL 

10016). Die Tesdeckvorrichtiing 10 besteht im Wesentii- 
chen aus einetn TestgHsspeicher 12 7 ebem Socket 14 mit ei- 
nem lestgasauslass 16 und einer StcuErvonichmng IS. 
[00X7] DerTestgasspeichex 12 wird von einem gasdkhterj 
topffdrmigen Speicherbehaltcr 20 gebildet, der mit seiner 
nach unten weisenden Ofl&iung gasdicbt in das obere End© 
des Sockeis 14 eingesetzt isL An der Deckenwand des Spei- 
cfaerbehaiters 20 ist ein Manometer 22 zur Anzeige dca Test* 
gasdruckes angeordneL In d=m Speicberbebfilter 20 sind als 
Tcatgas 100 bis 200 Kubikzendineter Hebum mit 
Uberdruck von 2 bis 7 bar gespeichcrt Der GasUbejdruck 
kann ^enereU jedoch 2Wiscben 03 und 100 bar be^ragen. 
2um Bcrtillen des lestgasspeicher^ 12 ist an dem Socket 14 
ein verschfa'eBbares FGllvcotil 24 vorgeschen. 
[0018] Der MetaU-Spcl^lkorper des Sockeis 14 15 wdst 
einen axial vertikal veriaufenden Auslasskanal 17 auf, dex 
den leatgasauslass 16 bildeL Am spdcherbehalrerseidgen 
Ende des Ausiasskanales 17 ist ein ringfenniger smfenarti- 
ger Absatz 26 in den Sockelkorper 15 cingelassea in dem 
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auf einem riogfbrnrigen Isolationskorper 2S eioe Membran 
30 W3 £>iliztun>Oxid lageri. 

[0019] Die Membran 30 1st eine kreisrunde Scheibc 32, 
die aus Sihziuin-Oxid besteht und genauar in Fig. 2 darge- 
slellt ist. Die SiUziuin-Oxid-Scheibe hat einen Durchmesser 
vod ungefahr 10 mm und cine Materialstarke von 0,5 mm. 
Die Silirium-Orid-Sdieibe 32 weist 200 kleine peastcr 34 
mit einem. nuttieren Durchmesser von 0,4 njm auf, in dcren 
Bereich das Siiizium-Oxid eine Starke von nnr 5 bie 6 urn 
hat. Der Gasdurcbtritt des HeLium-Testgases erfoigt prak- 
liscb ausschlieBlicb im Bereich der Fenster 34. 
[0020] Auf dcr glattcn und ebenen auslassseitigen Uoter- 
seiua der Silizium-Oxid-$cheibe 32 ist als Heizvorrichtung 
cine maanderartjg verlaufendc clcktrische Hedzscblange 36 
angeordnet, die Uber nacb auBcn gefuhrte Versorgungslei- 
tungen 38 von einer- Steuervorrichtung 18 aus mit elektri- 
scher Energie versorgt wird, Die Helzschlange 36 ist 50 aus- 
gelegt, dass die gesarate Flache der Sibzium-Oxid-Scbeibe 
32 stets ungefahr gleichmaBig bebeizt wird. Die Reizlei- 
stung der Hedzvomchtung kaon in einem Bereich zwischen 
3 bis 30 "Watt gesteuert werden. Die Temperatur der Sili- 
zium-Oxid-Scheibe 32 kann bis zu 700*C betrageu. Bei gu- 
ter Wanneleitung des IsoLationskorpera 28 konoen Modula- 
tionsrateu von 1 bis 2 IU rcalisiert werden. 
[0021] An der Unterseite der Silizium-Oxid-Scbexbe 32 ist 
femcr ein Tcmpcramrsensor 40 angeordnet, der standi g die 
Eigentemperatur der Silizium-Oxid-Scbejbe 32 misst. Auch 
der Tcrupcratur5crj9or 40 ist Uber elektriscbe Lcihingen 42 
rnit der Steuervorrichtung 18 veibundeq. 
£0022] Tm axial mittleren Bereich des AuFlasskanales 17 
ist als mechanischer Schutz eine Fdttrscheibe 43 mit einem 
Sicheruogsriog 44 angeordnet, die das Endringen you Par- 
tikeba in das empfindliche nachfolgeude Analysegerat ver- 
meidet, beispieisweise von SiliziunvOxid-Karpcxn beim 
Bruch der Silizium-Oxid-Scbeibe 32. 
[0023] Amaualaa55eitigenEndedesSockeIsl4isteinBe- 
festieunfififlanscb 46 vonjesehen, der der eiafachen Mon- 
tierbarkeitder Te^tlcckvorrichcang 10 an ein nachfolgendes 
Element dicnL • 

[0024] Der Jjwlationskorpor 28 be stent aug einem gut war- 
mcisoiierenden hitze- und gasbestandigem Material uod iso- 
licxt die SiHzi um-Oxid-Mcmbran 30 merinisch gegenuber 
dexn Sockelkorpcr 15. Hjeidurch wird die Wajaneabftihr von 
dcr Silizium-Oxid-Mcmbran in den SockeJ 14 auf ein Mini- 
mum reduziert, so das? aucb die zum Halten einer bestimm- 
ten Temperanir der S ilizium-Oxid-M ernbran ertordediche 
Heizenergic so gering wie rntigbch geballcn wird. Zur Rear 
liaicmng hoher Modnlationsfxequerjzen kann der Isolations- 
korper 28 jedoch auch aus gut warmelei tendem Material be- 
sts ben. 

[0025] Aliexnativ oder ergitozend zu dem Manometer 22 
kann inncrbalb des Testgasspeiebers 12 hzw. an der Inner*- 
sciic des Sockelkorpexs 15 dn Drucksensor vorgesehen 
sein, der ebenfalls mit dcr Stcuervorrichtung 18 verbunden 
sein kann. Mit einera wcitcren der SteuervorrichttJng 18 ver- 
bundenen Druck8ensor im Bereich des Auslaaslcanales 17 
kann die Steuervorrichtung auch bei sicb verandemden 
Dmckverbaltnissen einen IVstgasstrom kottstanter Lcckrate 
durcb entsprechendc Steuerung der Heizvomcbtaug reali- 
sieren. 

[0026] Mit dcr bcschii&benen Testleckvorrichtung lassen 
sich Leckralen von 1(T U bis 10^* mbar I s" 1 reansiereq 
[0027] Die beschrieberte lestlcckvorjichujng 10 stelil 
zum einen eine Uber einen weitexz T ecjqca tenbereich genau 
einsteilbare und steuerbara IfestgasqueUe dar und ist gicich- 
Teidg sehr zuveriassig, da Verstoprungen des Auslasskaria- 
les 17 oder dcr Membran 30 praktiscb aizsgescblossen stnd. 
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Pateotanaprucbe 

1. Testleckvorrichtung miLeincni Testgasspeicher (12) 
und einem Testgasauslass (16), dadurcli gekennzeicli- 
nct 

dass der Tfestga&auslass (16) von einer Membran (30) 
aus Silizium-Oxtd verscblossen ist, und 
dass eine Heizvoxrichtung mm Bebeizen der Silizdum- 
Oxid-Membran (30) vorgesehen ist. 

2. TcstieckvorricbtiiDg nacb Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Membran (30) eine Silizium- 
Oxid-Scbeibe (32) ist, die mehrcre Femter (34) mit ei- 
ner Materialstarke von weniger als 20 um aufweisL 

3. Tesdeckvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeicbneL, dass die.Heizvorrichtmig eine 
eiektrische Heizschlange (36) auf der Sihzium-Oxid- 
Membran (30) ist. 

4. lestleckvorrichtung nacb Anspruch 1 oder 2> da- 
diirch gekennzdchneu dass die Heizvorrichriing ein 
auf die Smzium-Oxid-Membran (30) gerichteter Infra- 
rotstrahlerisL 

5. l^stleckvonicbtung nacb Anspruch J oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Heizvorrichtung eine 
auf die Sitizium-Oxid-Merrihran (30) gerichtete Elek- 
troneoquellc ist 

6. lesUeckvorrichtung nach einem der Anapruche 
1-5- dadurch gekemxzeichnet, dass auf der Silizium- 
Gxid-Membran. (30) cin TboaperaOiiacDsor (40) ange- 
ordnet iat, der mit einer die gemessene Temperatur ver- 
arbeitenden SteuervoTrichtung (18) gekoppejt ist. 

7. Testleckvorrichtung nach einem der Aasp ruche 
2^6, dadurch gekcunzeicboet, dass die Starke der Sili- 
zium-Oxid-Scheibe (32) geringer als 2,0 mm ist • 

8. lestieckvorrichtung nach einem der Ansprdche 
1-7, dadurch gekennzeiebnet, dass das Tbstgaa in dem 
lestgasspeicheT (12) Helium ist 
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